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すべてのものがインターネットに接続される IoTを踏まえた第 5世代移動体通信システムでは、

現状の 1000倍を超える通信トラフィックの爆発的な需要の増大が見込まれている。そのため、キ

ャリア周波数はミリ波帯（主に 28 GHz）の電波領域までの商用化がはじまろうとしている。しか

しながら、利用できる周波数帯域が限られていることから高周波領域で動作する高性能なフィル

タが必要とされている。現在、多くのスマートフォンに内蔵されている Surface Acoustic Wave 

(SAW)や Film Bulk Acoustic Resonator (FBAR)フィルタの高周波・広帯域化が検討され、AlN や

ScAlN 薄膜は FBAR フィルタの材料として広く用いられている。また、AlN や ScAlN 薄膜は、

RF-MEMSデバイスに限らず、環境発電などのMEMSデバイスのキー圧電体薄膜として期待され

ている。 

我々は、ミニマル反応性 RF マグネトロンスパッタ装置の開発、及び RF-MEMS デバイスのコ

ア技術である AlN 圧電薄膜の形成及び膜質評価を行っている。SAWデバイスにおいては、その特

性を決める電気機械結合係数や伝搬減衰に影響するAlN薄膜のC軸への配向性や表面の平坦性は

重要な指標である。Si(001)基板上へのスパッタリング条件を検討したところ、Ar:N2流量比 2:1、

スパッタ圧力 0.4 Pa、RFパワー100 Wにて AlN(002)の配向性が劇的に向上することが分かった。

図 1 に膜厚 700 nmにおける X 線回折と断面 SEMによる結果を示す。2θ-ωの結果では、36.05 deg 

に C軸のピークが観測され、このピークのロッキングカーブは FWHMが 4 deg と良好な配向性を

示した。また、断面 SEM像よりスムーズな平坦が確認できた。現在、高い弾性係数を有するダイ

ヤモンド基板上に AlN薄膜を形成し、デバイス作製を行っているところであり、本講演にてその

評価結果を報告する。 

 

図 1 X線回折(2θ-ω)の結果及び断面 SEM像 
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